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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Целью данной дисциплины является ознакомление студентов с разновидностями твердых1.
тел, их структуры, способам описания и фундаментальным физическим свойства, используемым в
электронном приборостроении.

1.2. Задачи дисциплины

Ознакомление  студентов  с  различными типами кристаллических  тел,  различающихся1.
строением  их  кристаллических  решеток,  ознакомление  со  способами  описания  структуры
кристалла с позиций теории симметрии и тензорного описания их параметров и свойств.

Формирование  у  студентов  целостного  представления  о  физических  свойствах2.
кристаллов различной симметрии, их описании, связи физических свойств кристаллов с точечной
симметрии их элементарных ячеек, а также приобретение навыков в решении практических задач
по наблюдению и величине физических свойств в различных направлениях, их изменении при
внешних воздействиях в практической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.02.08.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПК-3. Способен
выполнять работы по
технологической
подготовке
производства
материалов и изделий
электронной техники

ПК-3.1. Знает принципы работы, технические характеристики
оборудования для производства приборов квантовой и оптической
электроники

ПК-3.2. Умеет осуществлять регламентное обслуживание оборудования

ПК-3.3. Владеет навыками настройки высокотехнологичного
оборудования

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
4 семестр

1 Введение
2 Структура кристалла и его решетка
3 Символы узлов, направлений, плоскостей. Индексы Миллера
4 Теория симметрии кристаллов
5 Стереографическая проекция кристаллов
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6 Точечные группы симметрии кристаллов. Символики точечных групп.
7 Пространственная симметрия кристаллов. Решетки Бравэ.
8 Предельные группы симметрии. Принципы кристаллофизики.
9 Тензоры первого ранга. Полярные и аксиальные векторы.
10 Тензоры второго ранга. Собственные векторы и собственные значения тензора.
11 Тензоры высших рангов. Внутренная и внешняя симметрия тензоров. Теорема Германа
12 Физические свойства кристаллов, описываемые тензорами первого ранга.
13 Физические свойства кристаллов, описываемые тензорами второго ранга.
14 Физические свойства кристаллов, описываемые тензорами третьего ранга.
Пьезоэлектрический эффект.
15 Физические свойства кристаллов, описываемые тензорами четвертого ранга. Упругие свойства
кристаллов.


